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【はじめに】 

移動体基地局の高周波増幅器として実用化されている GaN HEMT は、Ga極性において作製され

るが、これに対し N 極性面を主面方位とする HEMT は、AlGaN バックバリアによってキャリア

を生成するため、より微細なゲートスケーリングが可能であり、更なる高周波性能の向上が期待

される。しかし、N 極性面の結晶成長は容易でなく、表面平坦性や成長途中の極性反転などの課

題がある。このような課題を回避する手法として、HSQを接着層として用いた基板転写によって、

Si基板上に「N 極性成長せずに」N極性 GaN HEMT を作製した報告がある[1]。N 極性 GaN HEMT

の高周波特性をさらに引き出すには、より熱伝導率の高い基板への直接接合が望ましい。我々は、

Si より放熱性に優れた SiC 基板上に、GaN エピ構造を基板転写し、N 極性 GaN/AlGaN ヘテロ構

造を作製したので報告する。 

【作製方法】 

作製手順を図 1に示す。3インチサファイア基板上に、GaN(~1.5 m) / AlGaN(~20 nm) / GaN(~1.5 

m) ヘテロ構造を有機金属化学気相堆積法によって成長した。化学機械研磨(CMP)によって最表

面の GaN を平坦化し、SiC 基板に直接接合した。その後、サファイア基板を剥離し、露出した GaN

を CMP により平坦化して、N極性 GaN/AlGaNヘテロ構造を得た。 

【評価結果】 

作製したウェハの外観写真を図 2(a)に示す。目視によって、3インチ SiC基板のほぼ全面において

GaN/AlGaN ヘテロ構造が転写

されたことを確認し、CMP 後

の平坦性を AFM で評価したと

ころ、Ra~0.5 nm (測定範囲:3×3 

m)の平坦性が得られた。X 線

回折測定の結果を図 2(b)に示す。

転写後において、転写前と同様、

AlGaN の(0002)回折が観測され

た。以上の結果は、SiC 基板へ

の直接接合によって、N 極性

GaN/AlGaN ヘテロ構造が作製

可能であることを示唆するも

のであり、本手法を用いること

で、高性能なN極性GaN HEMT

の実現が期待される。 
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図 1 基板転写による N極性ヘテロ構造作製の概念図 

 

図 2 (a)ウェハの外観、(b)X 線回折測定結果 
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